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１．概要（Summary） 

二酸化炭素に水素、および銅錯体を混合した超臨界

流体を用いた銅薄膜の成膜は、還元反応によって銅が堆

積するために、導電性表面に優先して成膜する。そこで、

原子層体積された TiN を下地とすることで密着性の良い

成膜を行うことを目指した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置[FlexAL] 

【実験方法】 

DRIE によって Si 基板上に作製されたトレンチの表面

を熱酸化し、その後原子層体積装置で TiN を成膜した。

この TiN 上、および比較のためにシリコン酸化膜上に超

臨界流体成膜によって Cu を成膜した。超臨界流体成膜

時に用いた錯体は参考文献 [1]にならって、  bis-

(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II) 

とした。超臨界流体として、二酸化炭素を 11 MPa、水素

を 1 MPaそれぞれ 50℃のチャンバーへ封入した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 にシリコン酸化膜上および窒化チタン上への超

臨界流体成膜された銅薄膜の原子間力顕微鏡画像を示

す。シリコン酸化膜上での銅は粒状にしか成長していな

いのに対して、窒化チタン上の銅薄膜は滑らかかつ一体

的な膜面を形成している。 

Fig. 2に TiN表面への銅薄膜の超臨界流体成膜後の

断面 SEM 像を示す。200 nm の開口幅でアスペクト比

70 以上のトレンチに対して、開口部分から底部まで均一

に銅薄膜が堆積していることが観察された。 
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Figure 2: SEM images after Cu SCFD on ALD. 

TiN Surface. 

  

Figure 1: AFM images of SCFD Cu films (left) on 

SiO2 (right) on TiN. 


